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IV1D12020U2 – 1200V 20A 碳化硅肖特基二极管 

 

最大额定值 (Tc=25°C 除非特别说明) 

符号 参数 值 单位 

VRRM 反向重复峰值电压 1200 V 

VDC 直流反向峰值电压 1200 V 

IF 

正向持续直流电流 @Tc=25°C 54 A 

正向持续直流电流 @Tc=135°C 27 A 

正向持续直流电流 @Tc=150°C 20 A 

IFSM 
正向不重复浪涌峰值电流 

正弦半波@Tc=25°C tp=10ms 
125 A 

IFRM 
正向重复浪涌峰值电流(Freq=0.1Hz, 100cycles) 

正弦半波@Tamb=25°C tp=10ms 
100 A 

Ptot 
耗散功率@ Tc=25°C 272 

W 
耗散功率@ Tc=150°C 45 

∫i
2
dt I

2
t 值 @Tc=25°C tp=10ms 78 A

2
s 

Tstg 存储温度范围 -55 to 175 °C 

Tj 工作结温范围 -55 to 175 °C 

  

特性 

⚫ 最大结温为 175°C 

⚫ 高浪涌电流容量 

⚫ 零反向恢复电流 

⚫ 零正向恢复电压 

⚫ 高频工作 

⚫ 开关特性不受温度影响 

⚫ 正向导通电压 VF 为正温度系数 

 

 

应用 

⚫ 太阳能升压器 

⚫ EV 充电桩 

⚫ 逆变器续流反并联二极管 

⚫ 维也纳三相 PFC 整流变换器 

⚫ AC/DC 变换器 

⚫ 开关电源 

 

封装示意图 

  

TO247-2 

丝印示意图 

1D12020U2 = Specific Device Code 
YY = Year 
WW = Work Week 
Z = Assembly Location 
XXXX = Lot Traceability 

1D12020U2 

YYWWZ 

XXXX 
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电气特性 

 

热阻特性 

符号 参数 典型值 单位 备注 

Rth(j-c) 结壳热阻 0.55 °C/W 图 7 

 

典型特性 

 

图 1 典型正向特性曲线                                  图 2 典型反向特性曲线 

符号 参数 典型值 最大值 单位 测试条件 备注 

VF 正向电压 
1.48 1.7 

V 
IF = 20 A TJ=25°C 

IF = 20 A TJ=175°C  
图 1 

2.0 3.0 

IR 反向电流 
2 200 

μA 
VR = 1200 V TJ=25°C 

VR = 1200 V TJ=175°C  
图 2 

20 500 

C 总电容 

1150  

pF 

VR = 1 V, TJ = 25°C, f = 1 MHz 

图 3 118  VR = 400 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz 

85  VR = 800 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz 

QC 总存储电荷 124  nC 

VR = 800 V, TJ = 25°C, 

Qc = ∫ 𝐶(𝑉)𝑑𝑉
𝑉𝑅

0
 

图 4 

EC 电容存储能量 33.6  μJ 

VR = 800 V, TJ = 25°C, 

Ec = ∫ 𝐶(𝑉) ⋅ 𝑉𝑑𝑉
𝑉𝑅

0
 

图 5 
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图 3 典型电容与反向电压曲线                         图 4 典型存储电荷与反向电压曲线 

 

 

 

 

图 5 典型电容能量与反向电压曲线                        图 6 典型功率降额曲线 
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图 7 瞬态热阻抗 
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封装尺寸 

 

说明： 

1. 封装标准参考：JEDEC TO247, Variation AD。 

2. 以上单位为：毫米。 

3. 需要开槽，槽口可为圆形或方形。 

4. 尺寸 D 和 E 不包括模具溢料。 

5. 如有变更，不另行通知。 
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注意 

欲了解更多的产品及公司信息，敬请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。 

Copyright©2022 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved. 

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。 

 

相关链接 

http://www.inventchip.com.cn 
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单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息
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